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1

Vynélez se tyké zplisobu vyroby polovodifovych souldstek, pfi kterém se alespon v jedné
oblasti vymezené otvorem v dielektrické vrstvé vytvdE{ elektricky kontakt ke k¥emiku pomoci
silicidu kovu, p¥ifem? kontakt pokraluje vodivym spojem . po povrchu dielektrické vrstvy.

Obvykly postup p¥i vytvidfeni kontaktd ke k¥emiku pomoci silicidu kovu, zejména platiny
nebo palddia, spofivd v naneseni tenké vrstvy tohoto kovu na povrch k¥emiku pokrytého dielek-
°c
dojde v oblastech vymezenjch t3mito otvory k reakci kovu s k¥emikem se vznikem silicidu kovu.

trickou vrstvou s otvory vyleptanymi v mistech ¥ddanjch kontaktl, P¥i teplotd 200 aZ 1 000

Mimo tyto oblasti k reakci nedojde, nebof kov je od kfemiku odd&len vrstvou dielektrika,

" zpravidla kyslidniku kfemi¥itého nebo nitridu k¥emiku., Vrstvu nezreagovaného kovu je tfeba

pfed zapoletim vyroby vodivych spojd odstranit z povrchu dielektrika, nebof jeji adheze

k povrchu dielektrika byv4 zpravidla nedostate&nd. Odstrandni nezreagovaného kovu je nutno

provaddét 1epténim v chemické lizni, kterd nesmi napadat silicid kovu v plochdch kontaktd.

Obvykle pouZivané chemické 1dzn& jsou lulavka krdlovskd pro sleptdvidni platiny a roztok jodu

v jodidu draselném pro sleptdvdni paléddia. ) )
Vzhledem k tomu, ¥e vrstva kovu tvo¥fei silicid i vrstvy kovi tvofici vodivé spoje se

nandSeji pFibuznymi technologiemi, zpravidla vakuoyym napa¥ovinim nebo naprafovdnim, je nut-

nost sleptini nezreagovaného kovu pfed nanesenim dal¥ich kovovych vrstev - a tedy p§e£u§eni

- vakuového procesu — velkou nevfhodou uva¥ovaného postupu, nehled® na obecné nevyhody plynouci

z povahy ufivanych chemickjech 1l4zni.

] Uvedené nedosfatky fe$i zpisob vyroby polovodiZovjich souldstek podle vyndlezu, Podstata

vyndlezu je v tom, %e na povrch k¥emiku s dielektrickou vrstvou s vyleptanymi otvory vymezu-

jfcimi kontakty je nejprve nanesena vrstva kovu s typicky dobrou adhezi k dielektrické vrstvé,

zejména titanu, a posléze vrstva kovu tvoFiciho s k¥emikem silicid, zejména palddia nebo pla-

tiny. P¥i teplotd 200 aZ 1 000 %c dojde ke vzijemné difdzi materidld a k reakci, p¥i které

v plochdch vymezenych otvory vyleptanymi v dielektrické vrstvd dojde k vytvofeni silicidového
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kontaktu. Na povrchu dielektrika mimo oblasti kontaktd je moZno kovové vrstvy ponechat a dokon~
&it systém vodivych vrstev navazujicich na vytvofené kontakty ke kFemiku. )

Vyhodou zplisobu vyroby polovodifovyeh souddstek podle vyndlezu je, e odpadéd sleptdvéni-
nezreagovaného kovu v chemickd ldzni, a tudi? je mo¥no nandfet obd jmenované kovové vrstvy
i eventudln& nutné daldi kovové vrstvy bezprost¥ednd po sob& a s vyhodou ve stejném vakuovém
napafovacim nebo napralovacim za¥izeni hez pFerufeni vakua. .

"Vyndlez je ddle objasnén na ptiloZenych vykresech, kde json na detailu A polovodidové
souldstky podle obr. 1 zndzorndny na obr. 2 a%¥ 7 pohledy v ¥ezu na Jest etap vyroby polovo-
difové souldstky /Schottkyho dioda/ podle vyndlezu, na obr. 8 je pldorys ¥ezu podle obr. 2
a na obr. 9 je pldorys fezu podle obr. 7. ‘

Podle p¥ikladu zndzornéného na vykresech je vjchozim polotovarem k¥emikovd polovodidovi
destifka 11 s dielektrickou vrstvou 12, ve které je vyleptén otvor 13 budouciho kontaktu
/obr. 2, obr. 8/. Poté je na povrch destiCky podle obr. 2 nanesena katodovym napraZovidnim
vrstva titanu 14 a bezprostfednf potom vrstva palddia 15 /Jobr. 3/. Pak je desti¥ka 11 podle
obr. 3 zah¥dta na teplotu 450 °c po dobu. 30 minut., V plode vymezené otvorem 13 se vytvo¥{ si-
licid 16 palddia s obsahem titanu /obr. 4/. Potom jsou na destiku 11 podle obr. 4 naneseny
katodovym naprafovinim dal¥i kovové vrstvy 17 pot¥ebné pro dokonleni soustavy vodivjch spojd
[fobr. 5/. Destilka 11 podle obr. 5 je ddle maskovdna bé&Znou fotolitografickou-technikou tak,
aby oblasti budoucich vodivych spojfi byly zakryty rezistovou vrstvou 18 /obr. 6/. Kovové
vrstvy v nezakrytych mistech se. postupnd odleptaji v chemické ldzni nebo jinou zndmou techni-
kou. Po odstrandéni zbylého rezistu je metalizalni systém hotov /obr., 7, obr. 9/.

UZiti postupu podle vyndlezu je vhodné viude tam, kde se uplatiuji vyhody silicidovjch
kontaktl, zejména pFi vyrob& Schottkyho diod, vykonovych vf tranzistord, bipoldraich integ-
rovanych obvodld apod., a p¥i vyrob#é souldstek pro speciélni pouiiti. Zv143t& vyhodné je
uZiti postupu dle vyndlezu pro integrované obvédy s nejvys§inm stupném integrace, kde se pfed-
poklddd ufiti iontového leptédni pro tvarovini propojovaci sitd. Zékladnim materidlem propojo-

vaci sft® p¥i uZit{ postupu dle vyndlezu miZe byt hlinik i zlato.

PREEDMET VYNALEZU

1. Zpisob vyrchy polovodifovich souldstek s alespon jednim kontaktem ke k¥emiku vytvo~
Eenym pomoci silicidu kovu v oblasti blo§né vymezené otvorem v dielektrické vrstvé, vyzna~
Zeny tim, %e na povrch souEéstky s vhodn#& tvarovanou dielektrickou vrstvou je nejptve nane~
sena vrstva kovu zabezpeBujici adhezi.dalﬁich kovovych vrstev.k povrchu souldstky a posléze
je na povrch soufdstky nanesena vrstva jiného kovu tvoficiho s kFemikem silicid a plisobenim
tepla dojde v oblasti plo#n& vymezené otvorem v dielektrické vrstvd ke vzdjemné reakci kovi
a kfemiku, p¥i které vznikne silicid kovu, pFi¥em? vrstvy kovi na povrchu dielektrika zdstanou
ponechdny a na povrch polovodiZové souldstky jsou naneseny dalii kovové vrstvy.

3. Zpiisob v¥roby polovodiavych souldstek podle bodu 1, vyznaéénf tim, %e kov zabezpelu~
jici adhezi kovovych vrstev k povrechu soufdstky je titan a kov tvofici s k¥emikem silicid

je placina nebo palddiunm,

3 listy vykresd

Severografia. n. p. zivod 7. Most
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